



Transient Characteristics of Photo-Semiconductor CdS， (11) 
TheEffect of External Conoditions to The Decay Time-constant 
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The phenomena出atthe decay time constant of transient characteristic curves of photo圃
semiconductors was affected by the external conditions， were studied experimentally. The 
fol1owing results were obtained; 
( 1) The shape of the characteristic curve of the decay time constant as a function of 
illumination is like the symbol (a square root). 
(2) The position of the dip point of that curve is moved by the external conditions. 
For instance， its position is moved to the lower part of the illumination when the load re-
sIstance is increased 
(3) To make the decay time constant as small as possible by the external conditions， 
the values of the load resistance and illumination are selected in such a way making the 
time constant small， in characteristic curves of the decay time constants as a functIon of 



























品 円板であって，周辺近くに 70x8 mm2の穴













(1) 光源箱を任意の位置に固定して， lamp電圧を s1idacで増誠して lampの光度を変える。
(2) lamp電圧を定値に固定して，光度を一定にした状態でCdSと光源箱との跡離を増減する C
( 1 )の方法では， CdSの受光面上の照度が lamp電圧の変化に比例するが， (2)の方法では
CdSと光源箱聞の距離の2乗に反比例する D どちらの方法をとっても県支えないが，後者の )5法
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比較して逆の現象になっている口また 501x附近において 2001<， 50'("のとき， くぼみ現象がみι



























































: tミコ= 4" 1K 
100 ∞説JO 山』
照 J置(1!:l::)
民)0 (1) ÎI~I 
においては，高抵抗のとき時定数は相当に増大する
が，低抵抗のときは増大しでも僅小である Q 結局の 第7図時定数対照度特性曲線
ところ，時定数対照度特性曲線の形状は負荷抵抗の大小に関係なしほぽある形状に似ていて，く
ぼみの部分が一応は存在するものと思われる口



































































10 20 30 40目的 70
CdS 6lイ共給電圧 (γ)ちらも一定値を保つようになる。
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負荷抵抗の増大と共に時定数が根号〈〆-)の形状









状に類似したものと認められる o dip pointは負荷
抵抗， 周囲光等の条件によって異なる O すなわち
は〉負荷抵抗が高くなるにつれて.dip point はより
低い照度の方に移動する。 (2)周囲光が明るくなる
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